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Contexte Lumiére lente dans les cristaux photoniques
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. Concepts photoniques pour les cellules photovoltaiques:
> Maximiser la capture de la lumiére solaire incidente
> Optimiser I'absorption des photons capturés
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1. Lithographie holographique Cristal photonique 2D :
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* > Cristal photonique 2D: « Indépendance a la polarisation
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> Absorption A = 1-(R+T)

> Absorption intégrée dans la couche
active (a-Si:H) > 65% entre 300-720nm
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> Robustesse de I'absorption intégrée
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« Démonstration théorique et expérimentale de I’augmentation de 1’absorption
d’une couche absorbante via sa structuration en CP 1D planaire

« Possibilité d’obtenir une indépendance a la polarisation (CP2D)

« Design de cellule compléte avec couche active structurée comme CP2D
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